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4.21 Direkte und indirekte Bandlücke der p(2×1)a-Oberfläche als Funktion
der Vakuumdicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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5.3 DFT-LDA: Dimer-Bildungsenergie als Funktion der Abschneidenenergie107
5.4 Abhängigkeit des dem Dup-Zustand zugeordneten 2PPE-Spektrums

von der Polarisation des Laserpulses und Charaktertafel der Punkt-
gruppe C2v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.5 Quasiteilchen-Bandstruktur Si(001)c(4×2) für 10 Lagen Silizium in
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